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[はじめに]  カーボンナノチューブ(CNT)は様々な優れた電気的特性を有することから，エレク

トロニクス材料への応用が期待されている。CNTデバイス実現のためには，低圧力・低温下で CNT

成長を行う技術が必要である。これまで我々のグループではパルスアークプラズマガンを用いて

Pt触媒粒子を作製し，低エタノール圧力下においても単層カーボンナノチューブ（SWNT）成長

が可能であることを明らかにしてきた[1]。また、450℃以下の低温においても SWNT が生成する

ことを報告した[2]。今回，より微細な触媒粒子の形成が可能な電子ビーム（EB）蒸着法を用いて

Pt触媒を作製し，SWNT成長のさらなる低温化を目指し、成長した SWNTの評価を行った。 

[実験]  高真空アルコールガスソース法により，SiO2/Si基板上に堆積させた Pt触媒を用いて

SWNT成長を行なった。SiO2膜（100 nm）は熱酸化により形成し，Pt触媒は EBガンを用いて 0.2 

nm相当の膜厚，堆積させた。SWNT成長は，成長温度 350~700°C，エタノール圧力 1×10
-5～1×

10
-1

 Paの間で変化させて行った。成長した SWNTは，走査型電子顕微鏡(SEM) ，透過型電子顕微

鏡(TEM)，ラマン分光を用いて評価した。 

[結果] 成長温度 350℃においてエタノール圧力 1×10
-5

 ，および 1×10
-4 

Paで成長を行った SWNT

のラマンスペクトルを図 1 に示す。各スペクトルは基板の Siのピークを用いて強度を規格化した

ものを示してある。図 1より，低波数領域に RBMピーク，高波数領域に G バンドが見られるこ

とから，エタノール圧力の低減により成長条件の最適化を行うことで，成長温度 350℃の低温で

も SWNT が成長したことがわかる。RBMピークの波数より SWNTの直径を見積もったところ，

直径 0.66 nm，0.70 nmの SWNTが生成していることがわかった。成長温度の低温化で触媒の活性

度は低くなり，SWNT 収量が減少したが，触媒のマイグレーションを抑制することができたこと

で直径が細く，直径分布が狭い SWNT が成長したと考えられる。SWNT の直径やカイラリティの

詳細に関しては当日議論する。 
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Fig.1 Raman spectra of SWNTs grown at 350℃ 
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